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(57)摘要

本发明公开了一种双核ARM型SoC应用验证

实现方法及应用验证板，应用验证板包括

LSoCAM0201、5片MT41K256M16、以太网收发器、1M

收发器、4M收发器、第一串行PROM、第二串行

PROM、接插件、FPGA和拨码开关；应用验证实现方

法通过5片MT41K256M16实现对双核ARM型SoC集

成的DDR控制器设计功能的应用验证和性能的评

估，通过以太网收发器实现以太网接口可配置的

应用验证；通过1M/4M收发器实现1553B模块的

1M/4M工作模式的应用验证；通过第一串行PROM、

第二串行PROM和接插件实现QSPI/SPI与串行

PROM的集成应用和通信功能预留；通过FPGA和拨

码开关实现GPIO/EMIF管脚复用等设计功能的应

用验证。本发明解决了非ARM型SoC应用验证板

SDRAM接口速率低、低速通用接口集成和外设接

口功能单一等问题，确保了对双核ARM型SoC设计

功能的全面验证。
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1.一种双核ARM型SoC应用验证实现方法，其特征在于，包括以下步骤：

将LSoCAM0201的DDR控制器模块与5片MT41K256M16互联，用于进行DDR控制器存储空间

的全遍历和校验功能的应用验证的步骤；

将LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口连接至以太网收发器，同时将以太网收发

器的配置接口预留，用于进行LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口兼容工作模式的应

用验证的步骤；

将LSoCAM0201的1553B模块的2路总线接口中一路接口连接1M收发器，另一路接口连接

4M收发器，用于进行1553B模块的1M或4M工作模式的应用验证的步骤；

将LSoCAM0201的QSPI端外接第一串行PROM，4路SPI中的1路SPI端外接第二串行PROM，

另外3路SPI端外接至接插件，用于进行读写串行PROM和SPI通信功能的应用验证的步骤；

将LSoCAM0201的40路GPIO/EMIF通过拨码开关进行上下拉预留设置后接至接插件，同

时将LSoCAM0201的40路GPIO/EMIF连入FPGA；分别用于进行LSoCAM0201的GPIO功能和EMIF

功能验证的步骤；

上述步骤从任一开始或任几同时开始进行，当上述步骤均完成时结束。

2.根据权利要求1所述的双核ARM型SoC应用验证实现方法，其特征在于，所述用于进行

DDR控制器存储空间的全遍历和校验功能的应用验证的具体方法为：

将5片MT41K256M16分成两组，第一组3片，第二组2片；第一组的3片分成两个部分，第一

部分为2片，组成32位数据位，第二部分1片，只用低八位作为校验位；第一组的3片使用同一

组地址、片选和时钟信号；第二组为2片，由2片16位存储器颗粒组成32位数据位；地址线、读

信号、写信号和复位信号与第一组相同，但时钟、时钟使能、片选信号与第一组不同；第一组

和第二组的DQS信号和DM信号均按与8位数据位为一组进行设计；完成LSoCAM0201的存储空

间的全遍历和校验功能的应用验证。

3.根据权利要求1所述的双核ARM型SoC应用验证实现方法，其特征在于，所述用于进行

LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口兼容工作模式的应用验证的具体方法为：

将LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口连接至以太网收发器上，通过25MHz晶体

为以太网收发器提供25MHz频率的时钟，作为以太网收发器的基频，使用以太网收发器发送

或接收数据的低4位，以太网收发器的配置接口预留，输出信号通过阻抗匹配和滤波抗干扰

设计后，接至J0G‑0009NL接插件，由J0G‑0009NL接插件连接标准以太网通信设备。

4.根据权利要求3所述的双核ARM型SoC应用验证实现方法，其特征在于，所述以太网收

发器为88E1111以太网收发器。

5.根据权利要求4所述的双核ARM型SoC应用验证实现方法，其特征在于，所述88E1111

以太网收发器的配置接口预留的具体方法为：

将88E1111的CONFIG0‑CONFIG6接出，CONFIG0通过0Ω电阻接地，并通过0Ω电阻连接至

LED_TX，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG1通过0Ω电阻接地，并通过0Ω电阻连接至LED_

LINK1000，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG2通过0Ω电阻接VCC_2.5V，并通过0Ω电阻连接至

CONFIG5，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG3通过0Ω电阻接VCC_2.5V，并通过0Ω电阻连接至

CONFIG4，然后共同接至LED_DUPLEX，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG6通过0Ω电阻接地，并

通过0Ω电阻连接至LED_RX和通过0Ω电阻连接至LED_LINK10，0Ω电阻作为预留配置。

6.根据权利要求1所述的双核ARM型SoC应用验证实现方法，其特征在于，所述用于进行
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1553B模块的1M或4M工作模式的应用验证的具体方法为：

通过64MHz晶振为1553B工作模块提供64MHz频率的时钟，作为1553B工作模块的基频，

1553B工作模块的一路接口连接至164245电平转换器进行电平转换，然后接1M收发器HI‑

1567和变压器，引出信号端，用于进行1553B模块的1M工作模式的应用验证；另一路接口连

接2片4M收发器LRT2004和变压器，引出信号端，用于进行1553B模块的4M工作模式的应用验

证。

7.根据权利要求1所述的双核ARM型SoC应用验证实现方法，其特征在于，所述第一串行

PROM为N25Q128A13ESF40E串行PROM，接口为QSPI接口；第二串行PROM为SST25VF016B串行

PROM，接口为SPI接口。

8.一种实施权利要求1所述方法的双核ARM型SoC应用验证板，其特征在于，包括

LSoCAM0201以及与LSoCAM0201的DDR控制器模块连接的5片MT41K256M16、以太网模块连接

的以太网收发器、1553B模块的2路接口分别连接的1M收发器和4M收发器、QSPI接口连接的

第一串行PROM、一路SPI接口连接的第二串行PROM、其余三路SPI接口连接的接插件以及

GPIO/EMIF接口连接的FPGA和拨码开关；其中：

5片MT41K256M16用于DDR控制器的遍历和校验功能的应用验证；

以太网收发器用于以太网接口兼容工作模式的应用验证；

1M收发器和4M收发器分别用于1553B模块的1M工作模式和4M工作模式的应用验证；

第一串行PROM和第二串行PROM用于QSPI接口和SPI接口读写串行PROM的应用验证；

其余三路SPI接口连接的接插件用于SPI通信功能的应用验证或进行环测应用验证；

FPGA用于EMIF功能应用验证，拨码开关用于GPIO功能应用验证。
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一种双核ARM型SoC应用验证实现方法及应用验证板

技术领域

[0001] 本发明属于集成电路应用验证和应用开发领域，涉及一种双核ARM型SoC应用验证

实现方法及应用验证板。

背景技术

[0002] LSoCAM0201由2个核心处理器ARM  Cortex‑A9、片上缓存、监听控制单元(SCU)、内

存管理单元(MMU)、UART控制器、SPI控制器、CAN2.0B控制器、片上互连模块及外部接口控制

器等组成，可满足飞行控制、导航解算、流程管理等应用需求。但现有的非ARM核型SoC的应

用验证板因设计功能有限和性能不高，不能对LSoCAM0201展开应用验证，非ARM核型SoC应

用验证板的原理框图如图1所示。首先，非ARM核型SoC设计主频不高，一般在200MHz以下，对

应的存储器接口如SDRAM等只有100MHz及以下的工作频率，只能使用低频并行存储器，在应

用验证中也只能设计与之对应的低速存储实现；其次，非ARM核型SoC虽然也集成了一些通

用接口，但受限于工作主频，集成的外设接口一般为低速接口，在应用验证中只能设计低速

接口应用；最后，非ARM核型SoC集成的接口功能比较单一，不能兼容不同的工作模式或不同

的工作频率，其对应的应用验证设计也相对单一，不能兼容不同工作模式。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点，提供一种双核ARM型SoC应用验证实

现方法及应用验证板。

[0004] 为达到上述目的，本发明采用以下技术方案予以实现：

[0005] 一种双核ARM型SoC应用验证实现方法，包括以下步骤：

[0006] 将LSoCAM0201的DDR控制器模块与5片MT41K256M16互联，用于进行DDR控制器存储

空间的全遍历和校验功能的应用验证的步骤；

[0007] 将LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口连接至以太网收发器，同时将以太网

收发器的配置接口预留，用于进行LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口兼容工作模式

的应用验证的步骤；

[0008] 将LSoCAM0201的1553B模块的2路总线接口中一路接口连接1M收发器，另一路接口

连接4M收发器，用于进行1553B模块的1M或4M工作模式的应用验证的步骤；

[0009] 将LSoCAM0201的QSPI端外接第一串行PROM，4路SPI中的1路SPI端外接第二串行

PROM，另外3路SPI端外接至接插件，用于进行读写串行PROM和SPI通信功能的应用验证的步

骤；

[0010] 将LSoCAM0201的40路GPIO/EMIF通过拨码开关进行上下拉预留设置后接至接插

件，同时将LSoCAM0201的40路GPIO/EMIF连入FPGA；分别用于进行LSoCAM0201的GPIO功能和

EMIF功能验证的步骤；

[0011] 上述步骤从任一开始或任几同时开始进行，当上述步骤均完成时结束。

[0012] 本发明进一步的改进在于：
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[0013] 用于进行DDR控制器存储空间的全遍历和校验功能的应用验证的具体方法为：

[0014] 将5片MT41K256M16分成两组，第一组3片，第二组2片；第一组的3片分成两个部分，

第一部分为2片，组成32位数据位，第二部分1片，只用低八位作为校验位；第一组的3片使用

同一组地址、片选和时钟信号；第二组为2片，由2片16位存储器颗粒组成32位数据位；地址

线、读信号、写信号和复位信号与第一组相同，但时钟、时钟使能、片选信号与第一组不同；

第一组和第二组的DQS信号和DM信号均按与8位数据位为一组进行设计；完成LSoCAM0201的

存储空间的全遍历和校验功能的应用验证。

[0015] 用于进行LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口兼容工作模式的应用验证的

具体方法为：

[0016] 将LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口连接至以太网收发器上，通过25MHz

晶体为以太网收发器提供25MHz频率的时钟，作为以太网收发器的基频，使用以太网收发器

发送或接收数据的低4位，以太网收发器的配置接口预留，输出信号通过阻抗匹配和滤波抗

干扰设计后，接至J0G‑0009NL接插件，由J0G‑0009NL接插件连接标准以太网通信设备。

[0017] 以太网收发器为88E1111以太网收发器。

[0018] 88E1111太网收发器的配置接口预留的具体方法为：

[0019] 将88E1111的CONFIG0‑CONFIG6接出，CONFIG0通过0Ω电阻接地，并通过0Ω电阻连

接至LED_TX，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG1通过0Ω电阻接地，并通过0Ω电阻连接至LED_

LINK1000，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG2通过0Ω电阻接VCC_2.5V，并通过0Ω电阻连接至

CONFIG5，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG3通过0Ω电阻接VCC_2.5V，并通过0Ω电阻连接至

CONFIG4，然后共同接至LED_DUPLEX，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG6通过0Ω电阻接地，并

通过0Ω电阻连接至LED_RX和通过0Ω电阻连接至LED_LINK10，0Ω电阻作为预留配置。

[0020] 用于进行1553B模块的1M或4M工作模式的应用验证的具体方法为：

[0021] 通过64MHz晶振为1553B工作模块提供64MHz频率的时钟，作为1553B工作模块的基

频，1553B工作模块的一路接口连接至164245电平转换器进行电平转换，然后接1M收发器

HI‑1567和变压器，引出信号端，用于进行1553B模块的1M工作模式的应用验证；另一路接口

连接2片4M收发器LRT2004和变压器，引出信号端，用于进行1553B模块的4M工作模式的应用

验证。

[0022] 第一串行PROM为N25Q128A13ESF40E串行PROM，接口为QSPI接口；第二串行PROM为

SST25VF016B串行PROM，接口为SPI接口。

[0023] 一种双核ARM型SoC应用验证板，其特征在于，包括LSoCAM0201以及与LSoCAM0201

的DDR控制器模块连接的5片MT41K256M16、以太网模块连接的以太网收发器、1553B模块的2

路接口分别连接的1M收发器和4M收发器、QSPI接口连接的第一串行PROM、一路SPI接口连接

的第二串行PROM、其余三路SPI接口连接的接插件以及GPIO/EMIF接口连接的FPGA和拨码开

关；其中：

[0024] 5片MT41K256M16用于DDR控制器的遍历和校验功能的应用验证；

[0025] 以太网收发器用于以太网接口兼容工作模式的应用验证；

[0026] 1M收发器和4M收发器分别用于1553B模块的1M工作模式和4M工作模式的应用验

证；

[0027] 第一串行PROM和第二串行PROM用于QSPI接口和SPI接口读写串行PROM的应用验
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证；

[0028] 其余三路SPI接口连接的接插件用于SPI通信功能的应用验证或进行环测应用验

证；

[0029] FPGA用于EMIF功能应用验证，拨码开关用于GPIO功能应用验证。

[0030] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

[0031] 本发明采用LSoCAM0201与5片MT41K256M16的集成设计，替代非ARM型SoC与低速存

储器的互联，相较于常规，该种方式不仅可以验证DDR控制器的设计功能和验证功能，还可

以遍历DDR控制器的存储空间，极大地提高了应用验证的覆盖性；通过将LSoCAM0201的10M/

100M/1000M以太网接口连接至以太网收发器，同时将以太网收发器的配置接口预留，用于

进行LSoCAM0201的10M/100M/1000M以太网接口兼容工作模式的应用验证，预留的配置设计

还可以覆盖10M/100M/1000M以太网接口设计功能；通过将LSoCAM0201的1553B模块的2路总

线接口中一路接口连接1M收发器，另一路接口连接4M收发器，用于进行1553B模块的1M或4M

工作模式的应用验证；将LSoCAM0201的QSPI端外接第一串行PROM，4路SPI中的1路SPI端外

接第二串行PROM，另外3路SPI端外接至接插件，用于进行读写串行PROM和SPI通信功能的应

用验证；将LSoCAM0201的40路GPIO/EMIF接口通过拨码开关进行上下拉预留设置后，接至接

插件，或者将LSoCAM0201的40路GPIO/EMIF连入FPGA，不仅验证了LSoCAM0201的GPIO功能，

还验证了管脚复用设计中的EMIF功能，提高了应用验证的覆盖性，最大程度发挥应用验证

板的功能。确保了对双核ARM型SoC设计功能的全面验证，为其设计功能提供验证依据，并为

后续的系统集成奠定基础。

附图说明

[0032] 图1为非ARM型SoC应用验证原理设计框图；

[0033] 图2为本发明的LSoCAM0201应用验证板原理框图；

[0034] 图3为本发明的LSoCAM0201的DDR应用验证原理框图；

[0035] 图4为本发明的LSoCAM0201的以太网应用验证原理框图；

[0036] 图5为本发明的LSoCAM0201的1553B应用验证原理框图；

[0037] 图6为本发明的LSoCAM0201的QSPI/SPI应用验证原理框图；

[0038] 图7为本发明的LSoCAM0201的GPIO/EMIF应用验证原理框图。

具体实施方式

[0039] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的

附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是

本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人

员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范

围。

[0040] 需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第

二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用

的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或

描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆
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盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于

清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品

或设备固有的其它步骤或单元。

[0041] 下面结合附图对本发明做进一步详细描述：

[0042] 针对如何提供一种相较现有非ARM核型SoC的应用验证，既能满足LSoCAM0201的

DDR控制器存储空间遍历的应用验证，又能完成千兆以太网等高速接口的应用验证，还能实

现1553B的1M/4M兼容、SPI/QSPI接口以及复用管脚的功能验证的问题，本发明采用如下解

决方法。

[0043] LSoCAM0201的DDR控制器共40位数据宽度，其中低32位为数据位，高8位为校验位，

且拥有2个独立的片选信号。将5片MT41K256M16分成两组，其中第一组3片，第二组2片。第一

组的3片分成两个部分，第一部分为2片，组成32位数据位，第二部分1片只用低八位作为校

验位，第一组的3片使用同一组地址、片选和时钟信号，DQS信号和DM信号按与8位数据位为

一组进行设计；第二组为2片，使用方法与第一组的第一部分类似，由2片16位存储器颗粒组

成32位数据位，地址线、读信号、写信号、复位信号等相同，但时钟、时钟使能、片选信号与第

一组不同，DQS和DM信号按与8位数据位为一组进行设计，因在第一组中已经进行了校验功

能验证设计，在此高位校验位不用。通过以上设计，完成LSoCAM0201设计的16Gb存储空间的

全遍历和校验功能的应用验证。

[0044] 在LSoCAM0201上集成了一个10M/100M/1000M以太网接口，兼容10M/100M/1000M工

作模式。将其连接至88E1111上，只使用88E1111发送/接收数据的低4位，输出信号通过阻抗

匹配和滤波等抗干扰设计后，接至J0G‑0009NL接插件，验证时接至标准以太网通信设备。通

过25MHz晶体为88E1111提供25MHz频率的时钟，作为88E1111的基频，将88E1111的CONFIG0‑

CONFIG6接出，CONFIG0通过0Ω电阻接地，并通过0Ω电阻连接至LED_TX，0Ω电阻作为预留

配置；CONFIG1通过0Ω电阻接地，并通过0Ω电阻连接至LED_LINK1000，0Ω电阻作为预留配

置；CONFIG2通过0Ω电阻接VCC_2.5V，并通过0Ω电阻连接至CONFIG5，0Ω电阻作为预留配

置；CONFIG3通过0Ω电阻接VCC_2.5V，并通过0Ω电阻连接至CONFIG4，然后共同接至LED_

DUPLEX，0Ω电阻作为预留配置；CONFIG6通过0Ω电阻接地，并通过0Ω电阻连接至LED_RX和

通过0Ω电阻连接至LED_LINK10，0Ω电阻作为预留配置。完成了LSoCAM0201的10M/100M/

1000M以太网接口兼容设计的应用验证。

[0045] 在LSoCAM0201上集成了2路1553B总线接口，都可以工作在1M/4M模式下。将1553B

工作模块的晶振换成64MHz，0路1153B接口外接电平转换器164245进行电平转换，然后接1M

收发器HI‑1567和变压器，引出信号端，完成1M工作模式的应用验证集成；1路1553B接口外

接4M收发器LRT2004和变压器，引出信号端，完成4M工作模式的应用验证集成。在

LSoCAM0201上集成了1路QSPI和4路SPI，在QSPI端外接N25Q128A13ESF40E，完成外接串行

PROM的应用验证集成；第1路SPI端外接SST25VF016B，完成外接串行PROM的应用验证集成，

其余3路SPI外接至接插件，并在接口管脚定义上考虑环测设计。在LSoCAM0201上集成了40

路GPIO，且与EMIF接口管脚复用，将40路GPIO通过拨码开关进行上下拉预留设置后，接至接

插件备用；同时将EMIF接口连入FPGA，可以验证EMIF设计功能，增加设计开发的灵活性。

[0046] 本发明所提供的双核ARM型SoC应用验证板原理结构和应用条件：

[0047] (一)应用验证板原理结构
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[0048] 如图2所示，本发明双核ARM型SoC应用验证板包括LSoCAM0201、5片MT41K256M16、1

片以太网收发器、1553B的1M/4M收发器、两片串行PROM和FPGA；5片MT41K256M16与

LSoCAM0201的DDR控制器模块连接，以太网收发器与LSoCAM0201的以太网模块连接，1553B

的1M收发器和4M收发器分别与LSoCAM0201的2路1553B接口连接，一片串行PROM连接

LSoCAM0201的QSPI接口，另一片串行PROM连接LSoCAM0201的0路SPI接口，LSoCAM0201的其

余SPI接口分别连接接插件，FPGA连接LSoCAM0201的GPIO/EMIF接口，同时，LSoCAM0201的

GPIO/EMIF接口连接预先配置的拨码开关。

[0049] 其中，LSoCAM0201的DDR控制器与5片MT41K256M16相连，5片MT41K256M16分两组进

行集成，第一组为3片，其中2片组成32位数据位，第3片的低8位与DDR控制器的高8位相连，

进行校验功能的验证，以上3片MT41K256M16使用同一组片选、时钟和时钟使能等控制信号；

第二组为2片MT41K256M16，组成32位数据位，使用另外一组片选、时钟和时钟使能等信号，

如图3所示。LSoCAM0201的以太网模块与1片以太网收发器88E1111互联，为88E1111提供

25MHz晶体作为参考时钟输入，将CONFIG0‑6通过0Ω电阻接出，进行预留可配置设计，并把

88E1111的通信信号接至J0G‑0009NL接插件，完成以太网模块的应用验证设计，如图4所示。

针对LSoCAM0201的两路1553B模块，通过64MHz晶振为1553B模块提供64MHz频率的时钟，并

分别对0路和1路进行1M和4M工作模式的集成设计，如图5所示。在LSoCAM0201的QSPI接口处

连接N25Q128A13ESF40E，0路SPI接SST25VF016B，其余3SPI路和选择信号连接至通用接插

件，完成读写串行PROM和SPI通信功能的应用验证设计，如图6所示。将LSoCAM0201的GPIO/

EMIF接口信号连至FPGA，通过设计FPGA代码，完成对EMIF接口的访问和控制，并将其连接至

预先配置的拨码开关处，实现对GPIO功能的引出和应用验证，如图7所示。

[0050] (二)应用条件

[0051] 该发明的应用验证实现方法可应用在双核ARM型SoC的典型芯片LSoCAM0201的应

用验证和应用开发中。当LSoCAM0201完成流片、中测、封装和成测后，可通过本发明的应用

验证实现方法完成应用验证，也可为用户提供学习和开发的环境，为双核ARM型SoC的用户

推广提供技术支撑。其中，针对DDR控制器的应用验证设计提供了全覆盖存储空间应用验证

模式和校验工作模式的兼容性设计，可直接应用于系统集成，也可根据实际应用对存储空

间进行裁剪；以太网接口的设计实现验证了接口兼容10M/100M/1000M的设计功能，为后续

的应用提供了参考；针对1553B模块的1M/4M兼容设计，可直接根据系统需求进行集成设计；

QSPI/SPI采用不同的串行PROM进行集成设计，并预留不同工作模式的管脚，可进行不同应

用模式的设计参考；GPIO/EMIF复用管脚的接口设计，在不影响应用的前提下对设计功能进

行了全面的验证，为LSoCAM0201的系统集成提供设计范本。以上的设计可应用于具有相同

接口的相关器件的应用验证和应用开发中。

[0052] 实施例1

[0053] 基于自立项目“低成本火箭弹SoC”芯片LSoCAM0201的设计功能，进行应用验证和

应用开发的设计。LSoCAM0201集成了1个DDR3控制器接口，工作主频480MHz，针对存储器颗

粒应用的最大寻址空间16Gb，并集成了校验功能；集成了1路以太网接口，可兼容10M/100M/

1000M工作模式；集成了2路1553B接口，兼容1M/4M工作模式；其设计的QSPI/SPI功能模块设

计灵活，不仅可以作为串行PROM的控制接口，也可以进行数据通信；还设计了GPIO/EMIF接

口复用相同的管脚。根据其设计功能和性能，应用本发明的应用验证方法进行应用验证设
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计，可全覆盖其设计功能，评估其设计性能参数，验证了兼容性设计，为用户推广和应用开

发提供了参考依据和调试开发环境。

[0054] 通过对基于LSoCAM0201的应用验证板的调试和使用，该实现方法全面验证了

LSoCAM0201的设计功能，并完成了对设计性能指标参数的测试和验证，将应用验证板推广

至应用软件开发人员和国内其他单位的用户，可在应用验证板上进行应用软件的开发和验

证，可根据用户的需求进行基于LSoCAM0201的应用开发，为其应用验证和应用开发提供了

优良的平台，也为后续项目的顺利推进奠定了坚实的基础。

[0055] 以上内容仅为说明本发明的技术思想，不能以此限定本发明的保护范围，凡是按

照本发明提出的技术思想，在技术方案基础上所做的任何改动，均落入本发明权利要求书

的保护范围之内。
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图3
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图5
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